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9.3 VUbeiI AD 200= ,  AP liegt im Sättigungsbereich(9.2) 
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9.4 Verlustleistung im Arbeitspunkt 
 
 mWmAVIUIUP ADbV 7,78936,320, =⋅=⋅=⋅=  
 
 
9.5 Steilheit im Arbeitspunkt 
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9.6 Kleinsignal-Ersatzschaltbild : 
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9.7 Verstärkung A im Arbeitspunkt 
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Berechnung  von DSr  

 
ΩkmAVIUUr ADADSADS 476,53936,3/210/)( ,, ==+=   
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oder:  Für 2 verschiedene Drain-Source Spannungen den Drainstrom berechnen: 
1. Wert (Drainstrom im Arbeitspunkt): mA,II DAD 93631 ==  
2. Wert, z.B. bei UDS = 20 V 
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Damit kann die Verstärkung bestimmt werden: 
 

2,60476,53125,1 −=Ω⋅−=⋅−= kmSrSA DS  
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Aufgabe 10: 
 
10.1 Grundschaltungen: 

Großsignalverhalten: T1: Emitterschaltung, T2: Emitterschaltung mit Stromgegenkopplung 
Kleinsignalverhalten: T1: Emitterschaltung, T2: Emitterschaltung 

 
10.2 Großsignalersatzschaltbild 
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10.4 Kleinsignalersatzschaltbild 
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10.5 
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Aufgabe 11: 
 
 
11.1  Iq , R1 und R2 bestimmen: 
 
Es gilt:  UBE + URE = UD + UR2  
 
mit:  ID = IB = IC / β = 5µA und    UD = UBE = 0,7 V 
 
ist:  Iq = ID + IB = 10 µA 
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Es ist:  Ub – UD  - Iq⋅R1 – IB⋅R2 = 0   
 
damit wird  
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11.2 
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11.3   Durch die Diode in der Schaltung nach Bild 11.1 wird die Temperaturabhängigkeit verringert. 

Die Diode wird üblicherweise  durch einen identischen Transistor mit einer kurzgeschlossenen 
Basis-Kollektor-Diode realisiert und hat damit die gleiche Temperaturabhängigkeit wie die 
Basis-Emitter-Diode des Transistors wodurch diese temperaturabhängige Spannungsänderung 
kompensiert wird. 
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Aufgabe 12: 
 
11.1. Wenn UGS = 1,5 V ist, und ue = 0V +ûe sin ωt folgt: Ue= = 0 V  
 

Ua im Arbeitspunkt:   Ua = +Ub - UDS,T5 = +3,3 V – 2,3 V = +1 V 
 

11.2.  Steilheit: 

 S = β (UGS - Uth) = 1 mA / V2 ( 1,5 V – 0,5 V) = 1 mS 

 

11.3  Aus den angegebenen Steigungen der Ausgangskennlinien im Arbeitspunkt können 
die differentiellen Drain-Source Widerstände rDS der Transistoren bestimmt werden 
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Definitionen: 

Gegentaktverstärkung: 
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In dieser Aufgabe ist:  ue2 = 0V und ue1 = ue . Damit ergibt sich 

 
Damit werden: 

11.4 Gegentaktverstärkung:  AD ≈  S · rDS,p =  1 mS · 200 kΩ = 200 

 da S RS = 200 >> 1 
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